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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年4月16日(2009.4.16)

【公表番号】特表2008-536294(P2008-536294A)
【公表日】平成20年9月4日(2008.9.4)
【年通号数】公開・登録公報2008-035
【出願番号】特願2007-558124(P2007-558124)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月10日(2009.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）であって、
　（ａ）１つ以上のパターニングされた層であって、各パターニングされた層は、マスク
および該マスク内のホールを充填する材料を含んでいる、パターニングされた層と、
　（ｂ）該パターニングされた層の上または該パターニングされた層の間に形成された１
つ以上のアクティブ層であって、該アクティブ層は、１つ以上の発光種を含んでいる、ア
クティブ層と
　を備えており、
　（ｃ）各パターニングされた層は、該アクティブ層の該発光種に対し、光閉じ込め層ま
たは埋め込み回折格子として機能する、ＬＥＤ。
【請求項２】
　基板および該基板上に成長されたバッファ層をさらに備えており、前記パターニングさ
れた層は、該バッファ層の上部に堆積される、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項３】
　前記バッファ層は、窒化ガリウム（ＧａＮ）ベースの材料である、請求項２に記載のＬ
ＥＤ。
【請求項４】
　前記パターニングされた層は、前記アクティブ層との屈折率のコントラストに起因して
、光閉じ込め層として機能する、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項５】
　前記パターニングされた層は、前記マスクと該マスク内のホールを充填する材料との間
の屈折率の変化に起因して、埋め込み回折格子として機能する、請求項１に記載のＬＥＤ
。
【請求項６】
　前記アクティブ層は、窒化ガリウム（ＧａＮ）ベースの材料である、請求項１に記載の
ＬＥＤ。
【請求項７】
　前記アクティブ層は、横方向エピタキシャル成長（ＬＥＯ）によって成長される、請求
項１に記載のＬＥＤ。
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【請求項８】
　前記マスクは、絶縁性材料、半導性材料、または金属材料から構成される、請求項１に
記載のＬＥＤ。
【請求項９】
　前記マスク内の前記ホールを充填する前記材料は、窒化ガリウム（ＧａＮ）ベースの材
料を含んでいる、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項１０】
　前記マスク内の前記ホールを充填する前記材料は、横方向エピタキシャル成長（ＬＥＯ
）によって成長される、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項１１】
　前記パターニングされた層の上または下に配置されたミラーをさらに備えており、所望
の方向の放出を向上または低減させる、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項１２】
　前記パターニングされた層において、異なるパターンが用いられ、回折による異なる波
長を抽出するか、あるいは該回折の方向を変化させる、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項１３】
　追加的なアクティブな光励起された領域が用いられ、導波モードを再利用することによ
り、別の周波数で該導波モードの一部を再放出する、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項１４】
　前記ＬＥＤは、分離した放出および抽出ゾーンを有している、請求項１に記載のＬＥＤ
。
【請求項１５】
　前記ＬＥＤは、分離した放出および回折領域を有している、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項１６】
　指向性ＬＥＤを製造するために、前記アクティブ層からの放出は主に、前記ＬＥＤの導
波モードの構造の適切な調整により、特定の方向で発生する、請求項１に記載のＬＥＤ。
【請求項１７】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）を製造する方法であって、
　（ａ）１つ以上のパターニングされた層を堆積することであって、各パターニングされ
た層は、マスクおよび該マスク内のホールを充填する材料を含んでいる、ことと、
　（ｂ）該パターニングされた層の上または該パターニングされた層の間に１つ以上のア
クティブ層を形成することであって、該アクティブ層は、１つ以上の発光種を含んでいる
、ことと
　を包含し、
　（ｃ）該パターニングされた層は、該アクティブ層の該発光種に対し、光閉じ込め層ま
たは埋め込み回折格子として機能する、方法。
【請求項１８】
　基板および該基板上に成長されたバッファ層をさらに備えており、前記パターニングさ
れた層は、該バッファ層の上部に堆積される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記バッファ層は、窒化ガリウム（ＧａＮ）ベースの材料である、請求項１８に記載の
方法。
【請求項２０】
　前記パターニングされた層は、前記アクティブ層との屈折率のコントラストに起因して
、光閉じ込め層として機能する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記パターニングされた層は、前記マスクと該マスク内のホールを充填する材料との間
の屈折率の変化に起因して、埋め込み回折格子として機能する、請求項１７に記載の方法
。
【請求項２２】
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　前記アクティブ層は、窒化ガリウム（ＧａＮ）ベースの材料である、請求項１７に記載
の方法。
【請求項２３】
　前記アクティブ層は、横方向エピタキシャル成長（ＬＥＯ）によって成長される、請求
項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記マスクは、絶縁性材料、半導性材料、または金属材料から構成される、請求項１７
に記載の方法。
【請求項２５】
　前記マスク内の前記ホールを充填する前記材料は、窒化ガリウム（ＧａＮ）ベースの材
料を含んでいる、請求項１７に記載の方法。
【請求項２６】
　前記マスク内の前記ホールを充填する前記材料は、横方向エピタキシャル成長（ＬＥＯ
）によって成長される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２７】
　前記パターニングされた層の上または下にミラーを配置することをさらに包含し、所望
の方向の放出を向上または低減させる、請求項１７に記載の方法。
【請求項２８】
　前記パターニングされた層において、異なるパターンが用いられ、回折による異なる波
長を抽出するか、あるいは該回折の方向を変化させる、請求項１７に記載の方法。
【請求項２９】
　追加的なアクティブな光励起された領域が用いられ、導波モードを再利用することによ
り、別の周波数で該導波モードの一部を再放出する、請求項１７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ＬＥＤは、分離した放出および抽出ゾーンを有している、請求項１７に記載の方法
。
【請求項３１】
　前記ＬＥＤは、分離した放出および回折領域を有している、請求項１７に記載の方法。
【請求項３２】
　指向性ＬＥＤを製造するために、前記アクティブ層からの放出は主に、前記ＬＥＤの導
波モードの構造の適切な調整により、特定の方向で発生する、請求項１７に記載の方法。
【請求項３３】
　請求項１７に記載の方法を用いて製造されたデバイス。
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